


AACCiiSS  KKeeyy FFeeaattuurreess

�� HHoott  wwaallll  CCVVDD ccoonncceepptt
• LPE Proprietary Design Chamber
• Excellent gradient temperature control

�� IInndduuccttiioonn hheeaattiinngg
• Power consumption @ 1550°C: 20kW

@ 2000°C: 36kW



�� HHiigghh  tthhrroouugghhppuutt  &&  LLooww  CCooOO
• Batch Load: M8 6x2” - 3x3” - 1x4”

M10 9x2” - 5x3” - 3x4”

�� HHiigghh  vvaaccuuuumm
• < 1 x 10-7 mbar

�� LLooww  aanndd  ccoonnttrroollllaabbllee  bbaacckkggrroouunndd  ddooppiinngg
•    1 x 1014 cm-3

�� HHiigghh  rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  uuppttiimmee  
• Minimal maintenance

�� AAddvvaanncceedd  pprroocceessss  ccoonnttrrooll
• Complete control of tool operations
• Full recipe management

<=



�� PPrroocceessss  ddaattaa
• Silicon precursor: SiH4

• Carbon precursor: C2H4 - C3H8
• Dopant: N type (N2)

• Dopant: P type AI2(CH3)3
• RP capability (50-400 mbar)
• Process temperature 1500 - 1600°C
• Typical growth rate : 6 µm/h up to 100 µm/h 



AACCiiSS  bbaattcchh  llooaadd

AACCiiSS  ppeerrffoorrmmaannccee

AACCiiSS  MM88 AACCiiSS  MM1100

6 x 2” wafer 9 x 2” wafer

3 x 3” wafer 5 x 3” wafer

1 x 4” wafer 3 x 4” wafer

TThhkk  UUnniiffoorrmmiittyy TThhkk  UUnniiffoorrmmiittyy DDooppiinngg  UUnniiffoorrmmiittyy DDooppiinngg  UUnniiffoorrmmiittyy
ttyyppiiccaall gguuaarraanntteeeedd ttyyppiiccaall gguuaarraanntteeeedd

WWiitthhiinn  WWaaffeerr 2.5% 5% 8% 12%

WWiitthhiinn  RRuunn 3% 5.5% 10% 14%

RRuunn  ttoo  RRuunn 1.4% 2% 9% 12%

Calculation method: uniformity=(max-min) / (max+min)




